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BF194
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BF 194 - BF 254

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren fiir geregelte HF- und
ZF-Stufen und Vor- und Mischstufen bis in den KW-Bereich.

Silicon NPN epitaxial planar transistors for controlled RF and IF stages
and for input and mixer stages up to the SW range.
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Gewicht - Weight Gewicht - Weight
max. 0,2 g max. 0.2g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 30 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 20 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 5 v
Kollektorstrom Ic 30 mA
Basisstrom g 1 mA
Gesamtverlustieistung

Iﬂ.mh = 45°C ptﬂt 300 mW
Sperrschichttemperatur tj 150 °C
Lagerungstemperatur tstg —55..+150 "G
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Rg—= Min. Typ.
Wiarmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Rihaa
Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur typ, = 25°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
I = 10 pA UBRICBO 30
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
g = 2mA . U[BFI}CED 20
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig = 10 pA UBRIEBO 5
Basis-Emitterspannung
Ugg = 10V, Ig = 1mA Ugge 650 690
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ucg = 10V, g = 1 mA heg 67 115
Dynamische KenngréBen « AC characteristics
Umgebungstemperatur typy = 25°C
Transitfrequenz
Ugg = 10V, Ig = 1mA, f = 100MHz  fr 260

t
1) T“ = D01 tp = 03 ms
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Min. Typ. Max.
Rickwirkungskapazitat
Ucg = 10V, Ig = 1mA, f = 0,45MHz Cire 0,85 pF
MischrauschmaBb
Upg = 10V, Ig = 1mA, Rg = 800Q,
f = 1MHz Fe 2 dB

Vierpol KenngridBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur typp = 25°C

Emitterschaltung
Upg = 10V, I = 1 mA, f = 0,45 MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz Qe 03 mS
Cia 25 pF
KurzschluB-Rickwiértssteilheit | ¥re 2.7 1L
~%re 80°
KurzschluB-Vorwartssteilheit | Yia 35 mS
*te ~0°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz daa 5] T
Coe 16 pF
Emitterschaltung
Ueg = 10V, |z = 1mA, f = 10,7 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oia 0,45 mS
Cie 25 pF
KurzschluB-Rickwirtssteilheit | ¥re | G4 pS
~%re 20°
KurzschluB-Vorwartssteilheit | ¥ia 35 m3
~%ie 5°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz doe B pS
cug 1.‘3 I‘JF

Emitterschaltung
Ugg = 10V, Ig = 1mA, f = 35MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz Oia 1 mS

Cie 23 pF

KurzschluB-Rickwartssteilheit | Yre | 210 HS
~Pre 20°

KurzsehluB-Vorwartssteilheit Yie | 35 ms
—Pie 15°

KurzschluB-Ausgangsadmittanz oe & pS

Coe 16 pF
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